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Chemical Mechanical Polishing (CMP) process is widely used for global 
planarization of substrate and wafer technology. The purpose of the CMP is to ensure 
wide planarization, uniformity, precise surface finish and non-defective surface. 
CMP has been used in the Hard Disk Drive industry as a final process at the substrate 
level to provide super fine finish of the substrate surface. With the tremendous 
demand for increased substrate storage capacity over the years, the Head Media 
Spacing (HMS) between substrate and slider become more stringent. It is desirable to 
achieve lower HMS in order to enable good writeablity and strong read back signal 
integrity and thus will improve the reliability of the slider inside the HDD. The 
reduction on HMS will lead to more stringent substrate surface finish requirement. 
 
 Since there is no defined mathematical model of current in heritage process 
for Johor Bahru Substrate Plant A, this study will investigate effects of the CMP 
parameters on the NiP/Al substrate by using Design of Experiment (DOE) approach. 
A better understanding of the interaction behavior between various parameters and 
the effect on the material removal rate, substrate roughness and waviness is achieved 
by using statistical analysis technique. Mathematical model were derived and optimal 











Proses Penggilapan Kimia Mekanikal (Chemical Mechanical Polishing- 
CMP) digunakan secara meluas bagi menghasilkan keadaan permukaan rata untuk 
teknologi wafer dan substrat. Tujuan utama proses CMP adalah untuk memastikan 
permukaan rata terhasil, seragam, persis dan bebas dari segala kecacatan permukaan. 
Proses CMP digunakan di dalam industry Pemacu Cakera Keras (Hard Disk Drive-
HDD) sebagai proses terakhir pada tahap substrat untuk menyediakan keadaan 
permukaan yang sangat licin. Dengan permintaan yang mendadak terhadap kapasiti 
storan substrat yang tinggi, jarak kelegaan di antara slider dan substrat menjadi 
semakin kritikal. Amat penting untuk mencapai jarak kelegaan yang minimum di 
antara slider dan substrat kerana ia membolehkan proses kemasukan data yang 
mantap dan menyebabkan isyarat baca semula yang bagus terhasil dan akhirnya akan 
memperbaiki keboleharapan slider yang terdapat dalam HDD. Untuk mencapai nilai 
minimum terhadap jarak kelegaan slider dan substrat, proses CMP harus memenuhi 
spesifikasi kemasan permukaan substrat yang lebih ketat. 
 
Pada masa kini masih belum wujud matematik model untuk CMP proses di 
kilang Substrat A yang terletak di  Johor Bahru. Oleh itu penyelidikan ini bertujuan 
untuk menyelidik kesan parameter penting di dalam prosess CMP terhadap substrat 
Aluminium Nikel Posphorus melalui kaedah eksperimen. Penyelidikan dilihat 
mampu mengkaji kesan parameter tersebut terhadap respons seperti akdar 
pembuangan logam dan kualiti permukaan substrat. Statistikal analisis digunakan 
bagi menghasilkan model matematik yang seterusnya boleh digunakan untuk 
menigkatkan prestasi proses.   
